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Pastaraisiais dešimtmečiais spinduliuotės ir 

detekcijos technologijos pasistūmėjo nuo 

infraraudonosios iki terahercų srities. Šis dažnių 

intervalas turi didžiules taikymo galimybes pačiose 

įvairiausiose srityse. Tad stengiamasi esamų mikrobangų 

emiterių ir jutiklių darbinių dažnių juostą praplėsti iki 

terahercinių verčių.  

Mes sukūrėme įvairialyčio darinio struktūrą su 

dvimatėmis elektronų dujomis ir pasižyminčią geromis 

detekcijos savybėmis. Šiame pranešime mes pristatysime 

nuostoviosios ir dinaminės fotoliuminescencijos tyrimo, 

rezultatus, plačiame temperatūros intervale nuo 3,6 K iki 

300 K. Gesimo dinamika tirta naudojant laike koreliuotų 

pavienių fotonų skaičiavimo metodiką. 

 

 
1 pav. Fotoliuminescencijos linijų gesimas, esant 

T = 3,6 K gardelės temperatūrai. Spektrai perstumti 

vertikaliai geresniam jų išskirimui. 

Tiriamas darinys buvo užaugintas molekulinių 

pluoštelių epitaksijos metodu. Jį sudaro stipriai legiruoto 

(NSi = 4·10
17

 cm
-3

) n
+
–Al0,3Ga0,7As ir nelegiruotų 

Al0,3Ga0,7As bei GaAs sluoksniai.  

Dalis rezultatų pateikta 1 ir 2 paveiksluose. Taip pat 

pristatysime eksperimentinius rezultatus gautus iš 

fotoliuminescencijos priklausomybės nuo žadinančios 

šviesos intensyvumo tyrimo ir detaliau aptarsime 

spindulinės ir nespindulinės rekombinacijos ypatumus. 

 

 
2 pav. Lazerio galia P kaip funkcija nuo integruoto 

fotoliuminescencijos intensyvumo IFL. 
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